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一级脱附反应TPD谱的峰高、峰温与脱附活化能的关系 
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摘要： 

提出了一种从一级脱附反应TPD谱的峰高, 峰温求脱附活化能的方法——查表法。给出了h_m、T_m和E_d之间的

关系表。对T_n在200—1100 K, E_d在20-220 kJ mol~(-1)范围内的一级脱附反应体系, 均可据表用内插法求得

E_d值, 相对误差在1％以内。 
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